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(57) Abstract: The invention relates to an electrical circuit for voltage transformation, said electricaJ circuit being suitable for power 
factor correction. The invention enables a good power factor correction to be achieved with a high efficiency of between 80 % and 
95 % in the MHz frequency region. To this end, few components suitable for high frequencies (capacitors, inductances, diodes and 
high frequency switches) are used. Said diodes are. for example, Schottky diodes with SiC as the diode material. The high frequency 
switch comprises a powerful MOS transistor. 

[Fortsetzung auf der niichsten Seite] 



wo 2004/030190 Al linOiliiillUIHiliiilllliilllBIHM 



eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KO, KZ, MD, RU, TJ. 
TM), europSisches Patent (AT. BE. BG. CH. CY. CZ, DE. 
DK, EE, ES. H. FR. GB. GR, HU, IE, IT. LU, MC. NL, 
PT, RO, SE, SI, SK, TR). OAPI-Patent (BF, BJ. CF. CG. 
CI, CM, GA. GN, GQ. GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



VerofTentlJcht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



— vor Ablauf der Jur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Verqffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eUanffen 

Zur Erkldmng der Zweibuchstaben- Codes und der anderm Ab- 
kUrzungen wird auf die Erkldrungen CGuidance Notes on Co- 
des and Abbreviations am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
FCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusummenfussung: Die Erfindung bctriOft einc elcktrische Schaltung zur Spannungswandlung. Die elektiische Schaltung ist 
zur Leistungsfakturkurrektur geeignel. Dabei isl eine gute Leislungsfakturkorreklur mil einum hohen Wirkungsgrdd von 80% bis 
95% im Mllz-Frequenzbcreich erzielbar. Dazu werden wcnigc, hochfrcquenztaugliche Bauelcmenie (Kapaziiiiten, InduktivitMten, 
Diodcn und IlochfrcqucnzschuUcr) vcrwcndct. Die Diodcn sind bcispiclswcisc Schottkydiodcn mit SiC als Diodcnmatcrial. Dcr 
Ilochfrcquenzschaltcr wcistctncn IcistungsfUhigcn MOS-Transistor auf. 
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Beschreibung 

Elektrische Sclialtung zur Spaimungswandlung tind Verwendxing 
der elekt:rischen Schaltung 

Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltung zur 
Spannungswandlung und eine Verwendung der elektrischen 
Schaltung. 

Eine Vielzahl elektrischer GerSte wird mit Gleichstrom 
besiehungsweise Gleichspannung betrieben. Zum Betrieb eines 
solchen Gerats wird aus einer Wechselspannung eines Netzes 
eine Gleichspannung geformt. Dies gelingt beispielsweise mit 
Hilfe, einer elektrischen Eingangsschaltung mit 
Gleichrichterdiode und Puf f erkondensator . Nachteilig daran 



ist, dass Strom nur dann aus dem Netz in den 
Puf f erkondensator flieSen kann, wenn die Spannung am 
Puf f erkondensator kleiner ist als die Netsspannung . Es 
resultiert ein hoher nicht sinusf Srmiger Pulsstrom mit einer 
entsprechend hohen Belastung des Netzes mit Oberschwingungen. 
Als Folge davon zeichnet sich die Eingangsschaltung durch 
einen geringen Leistungsf aktor aus. Der Leistungsf aktor ist 
abhSngig von der Phasenverschiebung zwischen Strom und 
Spannung am Anschlusspunkt eines uber die Eingangsschaltung 
gespeisten elektrischen Gerats. Ein geringer Leistungsf aktor 
bedeutet neben einer geringen Wirkleistung einen relativ 
hohen Verlust an Blind- und Oberschwingungsleistung. 

Zur Reduktion der Oberschwingungen und damit zur Erhohxing des 
Leistungsf aktor s wird eine sogenannte 

Leistungsf aktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) 
durchgefuhrt . Die Leistungsf aktorkorrektur fuhrt dazu, dass 
Spannung und Strom in Phase verlaufen. Die relative 
Stromamplitude folgt der relativen Spannungsamplitude . Als 
Folge davon verhSlt sich die Eingangsschaltung gegentiber dem 
Netz nahezu als ohmscher Widerstand, 
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Eine heutige Leistungsf aktorkorrekturschaltung, die 
beispielsweise in einem sogenannten elektronischen 
Vorschaltgerat (EVG) realisiert ist, wird bei einer 
Schaltfrequenz aus dem Bereich von 20 kHz bis 100 kHz 
5 betrieben. Bei diesen Schaltf requenzen ist ein hoher 

Wirkungsgrad und eine gute Leist\mgsf aktorkorrektur moglich. 
Bei einer bestimmten Leistung kann allerdings die BaugrSSe 
des EVGs aufgrund der far erf order lichen InduktivitSten und 
Kapazitaten nur begrenzt verringert werden, Eine deutliche 
10 Verringerung der BaugrSSe des EVGs beziehungsweise der 

Leitungsfaktorkorrekturschaltung liefie sich beispielsweise 
durch Erhohung der Schaltfrequenz erreichen. Bei einer 
Schaltfrequenz aus dem MHz-Bereich verringert sich allerdings 
der Wirkungsgrad der Leistungsf aktorkorrekturschaltung • 

15 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine elektrische 
Schaltung anzugeben, die als 

Leistungsf aktorkorrekturschaltung verwendet werden kann, 
wobei auch bei einer Schaltfrequenz aus dem MHz-Bereich eine 
20 gute Leistungsf aktorkorrektur bei hohem Wirkungsgrad moglich 
sein soil. 

GemaS einer ersten LSsung der Aufgabe wird eine elektrische 
Schaltung zur Spannungswandlung angegeben, aufweisend 
25 mindestens einen Eingangsanschluss zum Einspeisen einer 
elektrischen Eingangslei stung durch Anlegen einer sich 
zeitlich gegentiber einem elektrischen Bezugspotential 
andernden, positiven elektrischen Gleichspannung, mindestens 
einen Bezugspotentialanschluss zum Anlegen des 

30 Bezugspotentials, mindestens einen Ausgangsanschluss zur 

Entnahme einer elektrischen Ausgangsleistung, mindestens eine 
Eingangsdiode mit einer Anode und einer Kathode, mindestens 
eine Ausgangsdiode mit einer Anode und einer Kathode, 
mindestens eine Eingangskapazitat mit einer Elektrode und 

35 einer Gegenelektrode, mindestens eine Transf erkapazitat mit 
einer Elektrode und einer Gegenelektrode, mindestens eine 
Bingangsinduktivitat mit einem Induktivi tatsanschluss und 
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einem weiteren Induktivitatsanschluss und mindestens eine 
FuSpunktsinduktivitat mit einem Induktivitatsanschluss und 
einem weiteren Induktivitatsanschluss, wobei die Anode der 
Eingangsdiode und der Eingangsanschluss einen gemeinsamen 
5 Knotenpunkt aufweisen, die Kathode der Eingangsdiode, der 
Induktivitatsanschluss der Eingangsinduktivitat und die 
Elektrode der Eingangskapazitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, die Gegenelektrode der Eingangskapazitat, der 
Bezugspotentialanschluss und der Induktivitatsanschluss der 

10 Fufipunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 

. aufweisen,. der weitere Induktivitatsanschluss der. - - 

Eingangsinduktivitat und die Elektrode der Transf erkapazitat 
einen gemeinsamen Knotenpunkt aufweisen, die Gegenelektrode 
der Transf erkapazitat und der weitere Induktivitatsanschluss 

15 der FuiSpunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 

aufweisen, ein Hochf requenzschalter zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen 
dem Bezugspotentialanschluss und dem gemeinsamen Knotenpunkt 
des weiteren Induktivitatsanschlusses der 

20 Eingangsinduktivitat und der Elektrode der Transf erkapazitat 
und ein Mittel zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangs lei stung an den Ausgangsanschluss vorhanden sind, 
wobei das Mittel die FuSpunktsinduktivitat und die 
Ausgangsdiode aufweist und die Kathode der Ausgangsdiode mit 

25 dem Ausgangsanschluss einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen. 

Gemafi einer 'zweiten Losung der Aufgabe wird eine elektrische 
Schaltung zur Spannungswandlung angegeben, aufweisend 

30 mindestens einen Eingangsanschluss zum Einspeisen einer 
elektrischen Eingangsleistung durch Anlegen einer sich 
zeitlich gegenOber einem elektrischen Bezugspotential 
andernden, negativen elektrischen Gleichspannung, mindestens 
einen Bezugspotentialanschluss zum Anlegen des 

35 Bezugspotentials, mindestens einen Ausgangsanschluss zur 

Entnahme einer elektrischen Ausgangsleistung, mindestens eine • 
Eingangsdiode mit einer Anode und einer Kathode, mindestens 
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eine Ausgangsdiode mit einer Anode und einer Kathode, 
ndndestens eine Eingangskapazitat mit einer Elektrode und 
einer Gegenelektrode, mindestens eine Trans ferkapazitSt mit 
einer Elektrode und einer Gegenelektrode, mindestens eine 
5 Eingangsinduktivitat mit einem Induktivitatsanschluss und 
einem weiteren Induktivitatsanschluss und mindestens eine 
FuSpunktsinduktivitat mit einem Induktivitatsanschluss und 
einem weiteren Induktivitatsanschluss, wobei die Kathode der 
Eingangsdiode und der Eingangsanschluss einen gemeinsamen 
10 Knotenpunkt aufweisen, die Anode der Eingangsdiode, der 
Induktivitatsanschluss der EingangsinduktivitSt und die 
Elektrode der Eingangskapazitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, die Gegenelektrode der Eingangskapazitat, der 
Bezugspotentialanschluss und der. Induktivitatsanschluss der 
15 FulSpunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, der weitere Induktivitatsanschluss der 
Eingangsinduktivitat und die Elektrode der Transf erkapazitat 
einen gemeinsamen Knotenpunkt aufweisen, die Gegenelektrode 
der Transf erkapazitat und der* weitere Induktivitatsanschluss 
20 der FuSpunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 

aufweisen, ein Hochf requenzschalter zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen 
dem Bezugspotentialanschluss und dem gemeinsamen Knotenpunkt 
des weiteren Induktivitatsanschlusses der 
25 Eingangsinduktivitat und der Elektrode der Transf erkapazitat 
und ein Mittel zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss vorhanden . sind, 
wobei das Mittel die FuSpunktsinduktivitat und die 
Ausgangsdiode aufweist und die Anode der Ausgangsdiode mit 
3 0 dem Ausgangsanschluss einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, 

GemaS einem weiteren Aspekt der Erf indung werden die 
beschriebenen elektrischen Schaltungen zur 
35 Leistungsfaktorkorrektur verwendet, wobei eine eingespeiste 
elektrische Eingangsleistung leistungsf aktorkorrigiert wird. 
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Die aus dem Netz entnommene Leistung wird im Leistungsf aktor 
korrigiert . 

Die beiden Lttsungen der Aufgabe unterscheiden sich dadurch, 
dass die elektrische Eingangsleistung gemSS der ersten Losung 
durch Anlegen einer gegeniiber dem Bezugspotential positiven 
Gleichspannung und gemSS der zweiten L5sung durch Anlegen 
einer gegentiber dem Bezugspotential negativen Gleichspannung 
eingespeist werden kann, Dementsprechend sind die 
Kontaktierungen der Eingangsdiode und der Ausgangsdiode der 
beiden Losungen zueinander entgegengesetzt . Der 
Bezugspotentialanschluss ist beispielsweise geerdet, so dass 
das Bezugspotential das Erdpotential ist, . . 

Die angelegte Gleichspannung ist vornehmlich eine mit einer 
relativ niedrigen Frequenz pulsierende Gleichspannung. 
Beispielsweise wird die Gleichspannung mit Hilfe einer 
Gleichrichterschaltung aus einer ublichen, sinusf Grmigen 
Wechselspannung eines offentlichen Stromnetzes gewonnen, 
Somit liegt am Eingangsanschluss beispielsweise eine mit 
einer Freguenz von 100 Hz pulsierende Gleichspannung von 230 
V an, Denkbar ist auch, dass die Eingangsleistung mit Hilfe 
einer stark gestSrten Netzspannung mit iiberlagerten 
Strompulsen eingespeist wird. 

Durch die elektrischen Schaltungen wird die Eingangsleistung 
leistungsf aktorkorrigiert . Entsprechend der Schaltf requenz 
des Hochf requenzschalters wird die Ausgangsleistung aus der 
elektrischen Schaltung ausgekoppelt • Eine Schaltf requenz des 
Hochf requenzschalters ist aus dem MHz-Frequenzbereich 
gewahlt. Es wird eine Ausgangsleistung aus der elektrischen 
Schaltung entnommen, die eine mit der Schaltf requenz des 
Hochf requenzschalters pulsierende Gleichspannung aufweist. 
Dabei hat sich gezeigt, dass basierend auf den beschriebenen 
Schaltungen bei guter Leistungsf aktorkorrektur auch bei einer 
Schaltf requenz aus dem MHz-Frequenzbereich ein hoher 
Wirkungsgrad von 80% bis 95% erzielt werden kann. Dies ist 
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insbesondere dann moglich, weirn hochfrequenztaugliche 
Bauelemente (Schalttransistoren, Kapazitaten, InduktivitSten 
und Dioden) ftir die elektrischen Schaltungen verwendet 
werdeii . 

5 

In einer besonderen Ausgestaltung weist das Mittel z\im 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung an den 
Aus gangs anschluss den gemeinsame Knotenpunkt der 
Gegenelektrode der Transf erkapazitat und des weiteren 

10 induktivitatsanschlusses der FuSpunktsinduktivitat auf . GemSS 
- - einer Wei terbildung der ersten Losung sind dieser Knotenpunkt _ 
und die Anode der Ausgangsdiode elektrisch lei tend verbunden. 
GemSfi einer Weiterbildung der zweiten LSsung sind dieser 
Knotenpunkt und die Kathode der Ausgangsdiode elektrisch 

15 leitend verbunden. 

Beispielsweise wird ein Hochf requenzschalter mit einem 
Schalttransistor verwendet. Der Hochf rec[uenzschalter wird 
durch einen Schalttransistor verk5rpert • Bei geeigneter 

20 Abstimmung der reaktiven Bauelemente, der Schaltf requenz und 
einer Einschaltdauer des Hochf requenzschalters kann eine 
deutliche Schalt-Entlastung des Schalttransistors erzielt 
werden. Eine Einschaltspannung des Schalttransistors kann 
dabei um bis zu 80% reduziert werden, wodurch nahezu ein 

25 sogenanntes zero voltage switching (ZVS) realisiert werden 
kann. Es tritt bei niedriger Sperrspannungsbelastung des 
Schalttransistors ein niedriger Schaltverlust des 
Hochf requenzschalters auf, der zum hohen Wirkungsgrad der 
Schaltung beitragt. 



In einer besonderen Ausgestaltung umfasst das Mittel zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung mindestens 
einen weiteren Bezugspotentialanschluss zum Anlegen eines 
weiteren Bezugspotentials und mindestens einen Transf ormator, 
35 der mindestens eine PrimSrinduktivitat mit einem 
Induktivitatsanschluss und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss und mindestens eine 



30 
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Sekundarinduktivitat mit einem Induktivitatsanschluss und 
einem weiteren InduktivitStsanschluss aufweist, wobei die 
Primarinduktivitat die FufipunktsinduktivitSt aufweist und der 
Induktivitatsanschluss der SekundSrinduktivitat und der 
weitere Bezugspotentialanschluss einen gemeinsamen 
Knotenpunkt aufweisen, Gemafi einer Weiterbildung der ersten 
Losung weisen der weitere Induktivitatsanschluss und die 
Anode der Ausgangsdiode einen gemeinsamen Knotenpunkt auf . 
GemaS einer Weiterbildung der zweiten LSsung weisen der 
weitere Induktivitatsanschluss und die Kathode der 
Ausgangsdiode einen gemeinsamen Knotenpunkt auf. 

Der Bezugspotentialanschluss und der weitere 

Bezugspotentialanschluss konnen einen gemeinsamen Knotenpunkt 
auf weisen. Das Bezugspotential und das weitere 
Bezugspotential konnen somit gleich sein. Die 

Bezugspotentialanschlusse konnen aber auch keinen gemeinsamen 
Knotenpunkt auf weisen. Bezugsjjotential und weiteres 
Bezugspotential kbnnen sich somit auch voneinander 
unter scheiden . 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Beispielen wird an Stelle 
der Fufipunktsinduktivitat ein Transf ormator verwendet. Die 
Primarinduktivitat des Transf ormators iibernimmt die Funktion 
der FuJSpunktsinduktivitat der elektrischen Schaltung. 
Primarinduktivitat und Sekundarinduktivi tat sind miteinander 
gekoppelt. Eine Sperrspannungsbelastung des Schalttransistors 
bei Verwendung eines Transf ormators ist im Vergleich zur 
Sperrspannungsbelastung des Schalttransistors bei Verwendung 
der Fufipunktsinduktivitat gemafi vorhergehend beschriebener 
Ausfiihrungsf ormen mit einem Faktor von 1,3 bis 2,0 deutlich 
hSher. DafQr kann mit Hilfe des Transf ormators eine 
normgerechte galvanische Trennung zwischen Eingangsanschluss 
und Ausgangsanschluss realisiert werden. 

In einer besonderen Ausgestaltuhg weist das Mittel zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 
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mindestens elne Ausgangskapazit&t mlt einer Elektrode und 
einer Gegenelektrode auf , wobel die Gegenelektrode der 
Ausgangskapazitat und der gemeinsame Knotenpunkt des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses und des InduktivitStsanschlusses 
5 der SekundSrinduktivitat elektrisch leitend verbunden sind. 
In Weiterbildung der ersten LSsung sind die Elektrode der 
Ausgangskapazitat und der gemeinsame Knotenpunkt des weiteren 
Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und der 
Anode der Ausgangsdiode elektrisch leitend verbunden. Dagegen 
10 sind in Weiterbildung der zweiten Losung die Elektrode der 

Ausgangskapazitat' und der gemeinsaine Knotenpunkt "des weiteren 
Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und der 
Kathode der Ausgangsdiode elektrisch leitend verbunden, 

15 In einer besonderen Ausgestaltung ist der Transf ormator ein 
Hochf requenz-Hochvolt (HF-HV) -Transf ormator . Ein derartiger 
Transf ormator wurde beispielsweise in der deutschen 
Patentanmeldung 10232952.4 vorgeschlagen • Der Transf oxmator 
kann trotz kleiner Baugrofie bei einer Frequenz von bis zu 200 

20 MHz und einer Spannung von bis zu 2000 V betrieben werden. 
Der Transf ormator zeichnet sich durch einen hohen 
Leistungsdurchsatz, eine hohe Giite und damit geringe Verluste 
aus . 

25 In einer weiteren Ausgestaltung ist zur Schaltentlastung des 
Hochf requenzschialters mindestens eine Abstimmkapazitat mit 
einer Elektrode und einer Gegenelektrode vorhanden ist, wobei 
die Elektrode der Abstimmkapazitat und der gemeinsame 
Knotenpunkt des weiteren Induktivitatsanschlusses der 

30 Eingangsinduktivitat und der Elektrode der Transf erkapazitat 
elektrisch leitend verbunden sind und die Gegenelektrode der 
Abstimmkapazitat und der Bezugspotentialanschluss elektrisch 
leitend verbunden sind. Mit Hilfe der Abstimmkapazitat kann 
die Be- bzw. Entlastung des Schalttransistors des 

35 Hochf requenzschalters relativ leicht manipuliert und somit 
der Wirkungsgrad der Schaltung optimiert werden. Damit kann 
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beispielsweise das bereits oben erwahnte zero voltage 
switching erreicht werden. 

Der Hochfrequenzschalter weist beispielsweise einen IGBT oder 

5 einen Hochf requenz-Bipolar-Transistor auf . Insbesondere weist 
der Hochfrequenzschalter mindestens einen MOS -Trans is tor auf. 
GemSS der 'ersten Losung ist der MOS-Transistor als n-Kanal- 
MOSFET, gemafi der zweiten Losung als p-Kanal-MOSFET 
ausgestaltet . Der MOS-Transistor ist insbesondere ein 

10 CoolMOSO-Transistor • Diese Transistoren sind fiir 

Hochfrequenzanwendungen geeignet. Insbesondere weist der 
Hochfrequenzschalter eine aus dem Bereich von einschlieiSlich 
500 kHz bis einschlieSlich 200 MHz ausgewShlte Schaltf requenz 
auf. Eine gute Leistungsf aktorkorrektur kann auch bei diesen 

15 hohen Schaltf requenzen mit einem hohen Wirkungsgrad erzielt 
werden. Die Schaltf requenz betragt beispielsweise etwa 2,7 
MHz. Die Einschaltdauer (Dauer des hergestellten Kontakts 
zwischen dem weiteren Induktivitatsanschluss der 
Eingangsinduktivitat , der Elektrode der Transf erkapazitat und 

20 des Bezugspotentialanschlusses) betragt beispielsweise etwa 
80 ns . 

Die elektrischen Schaltungen kcinnen zur Leistungsregelung 
herangezogen werden. Dies erfolgt insbesondere durch 
25 Pulsweitenmodulation, bei der einzelne Pulse unterdrtickt 

werden. Alternativ dazu kann zur Leistungsregelung auch die 
Einschaltdauer des Hochf requenzschalters variiert werden, 

Insbesondere sind neben dem Hochfrequenzschalter die weiteren 
30 Bauelemente der elektrischen Schaltung hochf requenz tauglich. 
So weisen die EingangskapazitSt und/oder die 
Transf erkapazitat. mindestens einen Hochf requenzkbndensator 
mit einer aus dem Bereich von einschlielSlich 10 pF bis 
einschliefilich 1000 pF ausgewShlten KapazitSt auf. Die 
3 5 Abstimmkapazitat weist mindestens einen 

Hochf recjuenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 
einschliefilich 10 pF bis einschliefilich 200 pF ausgewShlten 
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Kapazitat auf . Die Ausgangskapazitat weist mindestens einen 
Hochf requenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 
einschlieSlich 3 00 pF bis einschlieSlich 3000 pF ausgewahlten 
Kapazitat auf . Vorteilhaft weisen die Eingangsinduktivitat, 
5 die FuJSpunktsinduktivitat, die Primarinduktivitat und/oder 
die Sekundarinduktivitat eine aus dem Bereich von 
einschlieSlich 0,3 /iH bis 100 mH ausgewShlte Induktivitat 
auf. Insbesondere ist die Induktivitat aus dem Bereich von 4 
juH bis 40 mH ausgewShlt. Die Eingangsdiode und/oder die 
10 Ausgangsdiode ist vorteilhaft eine Schottkydiode . 

Insbesondere weist die Schottkydiode mindestens ein aus der 
Gruppe Sic (Siliziuuncarbid) und/oder GaAs (Galliumarsenid) 
ausgewahltes Diodenmaterial auf. 

15 Zusairanenf assend ergeben sich mit der Erfindung folgende 
wesentlichen Vorteile: 

- Die elektrischen Schaltungen bestehen aus einer relativ 
geringen Anzahl von Bauelementen. 

20 

- Durch die geringe Anzahl von Bauelementen und durch die 
Verwendung von hochf requenztauglichen Induktivitaten und 
Kapazitaten kann der Aufbau der elektrischen Schaltungen 
miniaturisiert warden. 

25 

- Mit den elektrischen Schaltungen ist eine sehr gute 
Leistungsf aktorkorrektur mit einem hohen Wirkungsgrad von 
80% bis 95% im MHz-Frequenzbereich erzielbar. 

30 - Die Schaltungen kSnnen zur Leistungsregelung herangezogen 
werden . 

Anhand mehrerer Beispiele und der dazugeh6rigen schematischen 
Figuren wird die Erfindung im Folgenden naher beschrieben. 
35 Die Figuren 1 bis 4 zeigen jeweils ein Schaltbild einer 
elektrischen Schaltung zur Spannungswandlung . 
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Die elektrischen Schaltungen I (Figur 1), II (Figur 2), III 
(Figur 3) und IV (Figur 4) weisen einen Eingangsanschluss 1 
zuiti Einspeisen einer elektrischen Eingangs lei stung durch 
Anlegen einer sich zeitlich gegeniiber einem Bezugspotential 

5 andernden elektrischen Gleichspannung, einen 

Bezugspotentialanschluss 2 zum Anlegen des Bezugspotentials 
und einen Ausgangsanschluss 3 zur Entnahme einer elektrischen 
Ausgangsleistung auf . Als reaktive Bauelemente weisen die 
elektrischen Schaltungen eine Eingangsdiode 4, eine 

10 Ausgangsdiode 5, eine Eingangskapazitat 6, eine 

Transf erkapazitat 1, eine Eingangsinduktivitat 8, eine 
Fufipunktsinduktivitat 9 und einen Hochf requensschalter 10 
auf. Daneben ist jeweils ein Mittel 11 zum Weiterleiten der 
elektrischen Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss 3 

15 vorhanden, wobei die Ausgajigsdiode 3 und die 

Fufipunktsinduktivitat 9 die wesentlichen des Mittels 11 sind. 
Zusatzlich verfugen die elektrischen Schaltungen I bis IV 
jeweils tiber eine Abstimmkapazitat 12 zur Manipulation der 
Schaltentlastung des Hochf requenzschalters 10.' Die 

20 Abstimmkapazitat 12 ist aber fiir die Funktion der Schaltungen 
I - IV nicht unbedingt notwendig. Daher ist die 
Abstimmkapazitat 12 "in weiteren, nicht dargestellten 
Ausf uhrungsbeispielen weggelassen. 

25 Die Bauelemente sind hochf requenztauglich . Eingangsdiode 4 
und Ausgangsdiode 5 sind jeweils Schottkydioden mit SiC als 
Diodenmaterial . Alternativ dazu ist das Diodenrriaterial der 
Schottkydioden GaAs. Die Eingangskapazitat 6 weist einen 
Hochf requenzkondensator mit einer KapasitSt von etwa 500 pF 

30 auf. Die Abstimmkapazitat 12 weist einen 

Hochf requenzkondensator mit einer Kapazitat von etwa 100 pF 
und die Transf erkapazitat 7 einen Hochf requenzkondensator mit 
einer Kapazitat von etwa 250 pF auf - Die Induktivitat der 
Eingangsinduktivitat 8 und FuSpunkts induktivitat 9 ist aus 

35 dem Bereich von 4 mH bis 40 mH ausgewahlt. Der 

Hochf requenzschalter 10 weist einen CoolMOS®-Transistor auf 
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und kann mit einer Schaltf requenz aus dem Bereich von 500 kHz 
bis 200 MHz betrieben werden. 

Die am Eingangsanschluss 1 anzulegende Gleichspannung ist 
eine von einer Netzwechselspannung durch Gleichrichtung in 
einer nicht dargestellten Gleichrichterschaltung erzeugte 
pulsierende Gleichspannung von 230 V und einer Frequenz von 
100 Hz, Am Ausgangsanschluss 3 ist iiber eine nicht 
dargestellte Last die elektrische Ausgangsleistung 
entnehmbar • . 

Die Elemente der Schaltungen I bis IV sind wie folgt 
zueinander angeordnet: 

Jeweils eine der Elektroden (Anode 41 oder Kathode 42) 
der Eingangsdiode 4 und der Eingangsanschluss 1 sind 
elektrisch lei tend miteinander verbunden und weisen den 
gemeinsamen Knotenpunkt 100 oder 108 auf . 
Die jewel lige Gegenelektrode (Kathode 42 oder Anode 41) 
der Eingangsdiode 4, der InduktivitStsanschluss 81 der 
Eingangsinduktivitat 8 und die Elektrode 61 der 
Eingangskapazitat 6 sind elektrisch lei tend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 101 
auf . 

Die Gegenelektrode 62 der Eingangskapazitat 6, der 
Bezugspotentialanschluss 2 und der 

Induktivitatsanschluss 91 der Fufipunktsinduktivit^t 9 

sind elektrisch leitend miteinander verbunden und weisen 

den gemeinsamen Knotenpunkt 102 auf. 

Der weitere Induktivitatsanschluss 82 der 

Eingangsinduktivitat 8 und die Elektrode 71 der 

Transf erkapazitat 7 sind elektrisch leitend miteinander 

verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 103 

auf . 

Die Gegenelektrode 72 der Transf erkapazitat 7 und der 
weitere Induktivitatsanschluss 92 der 
Fufipunktsinduktivitat 9 sind elektrisch leitend 
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miteinander verbunden und weisen den gemeinsamen 
Knotenpunkt 104 auf. 

Der Hochf requenzschalter 10 ist derart angeordnet, dass 
eine elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem 
5 Bezugspotentialanschluss 2 und dem gemeinsamen 

Knotenpunkt 103 des weiteren Induktivitatsanschlusses 82 
der Eingangsinduktivitat 8 und der Elektrode 71 der 
•Trans ferkapazi tat 7 mit der Schaltf rec[uenz des 
Hochf requenzschalters 10 hergestellt und/oder 
10 unterbrochen warden kann. 

Jewells eine der Elektroden (Anode 51 oder Kathode 52) 
der Ausgangsdio'de 5 und der Ausgangsanschluss 3 sind 
elektrisch lei tend miteinander verbunden und weisen den 
gemeinsamen Knotenpunkt 105 oder 110 auf . 

15 

Beispiel 1: 

Das Schaltbild der zugeh5rigen elektrischen Schaltung I ist 
in Figur 1 dargestellt. t)ber den Eingangsanschluss 1 wird 

20 eine positive Gleichspannung angelegt (erste LSsung der 

zugrunde liegenden Aufgabe) • Die Anode 41 der Eingangsdiode 4 
und der Eingangsanschluss 1 weisen den gemeinsamen 
Knotenpunkt 100 auf. Die Kathode 42 der Eingangsdiode 4 weist 
zusammen mit dem Induktivi tatsanschluss 81 der 

25 Eingangsinduktivitat 8 und der Elektrode 61 der 

Eingangskapazitat 6 den gemeinsamen Knotenpunkt 101 auf. 

Das Mittel 11 zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangslei stung an den Ausgangsanschluss 3 weist den 

30 gemeinsamen Knotenpunkt 104 der Gegenelektrode 72 der 

Transf erkapazitat 7 und des weiteren Induktivitatsanschlusses 
92 der FulSpunktsinduktivitat 9 auf. Dieser Knotenpunkt 104 
und die Anode 51 der Ausgangdiode 5 sind elektrisch lei tend 
miteinander verbunden. Die Kathode 52 der Ausgangsdiode 5 und 

35 der Ausgangsanschluss 3 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 105 auf. 
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Beispiel 2 : 

Das Schaltbild der dazugehorigen elektrischen Schaltung II 
ist in Figur 2 dargestellt. Iiti Unterschied zum 
vorangegangenem Beispiel 1 weist hier das Mittel 11 zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangslei stung an den 
Ausgangsanschluss 3 einen weiteren Bezugspotentialanschluss 
13 zum Anlegen eines weiteren Bezugspotentials, einen 
Trans formator 14 und eine Ausgangskapazitat 17 auf . Der 
Trans forma tor 14 ist ein HF-HV-Transf ormator und besteht aus 
der Primarinduktivitat 15 und der Sekundarinduktivitat 16. 
Primarinduktivitat 15 und Sekundarinduktivitat 16 sind 
miteinander gekoppelt. Die Primarinduktivitat 15 ist die 
Fuil^punktsinduktivitat 9. Die Induktivitat der 
Sekundarinduktivitat 16 ist wie die Induktivitat der 
Primarinduktivitat 15 (Fufipunkts induktivitat 9) aus dem 
Bereich von 4 mH bis 40 /iH ausgewahlt. Die Ausgangskapazitat 
17 weist einen Hochf requenzkondensator mit einer Kapazitat 
von etwa 1500 pF auf. 

Primarinduktivitat 15, Sekundarinduktivitat 16, weiterer 
Bezugspotentialanschluss 13 und Ausgangskapazitat 17 sind wie 
folgt angeordnet: 

- Der Induktivitatsanschluss 161 der Sekundarinduktivitat 16 
und der weitere Bezugspotentialanschluss 13 sind 
elektrisch leitend miteinander verbunden und weisen den 
gemeinsamen Knotenpunkt 106 auf. 

- Der weitere Induktivitatsanschluss 162 und die Anode 51 
der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 107 auf. 

- Die Gegenelektrode 172 der Ausgangskapazitat 17 und der 
gemeinsame Knotenpunkt 106 des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses 13 und des 

Induktivitatsanschlusses 161 der Sekundarinduktivitat 16 
sind elektrisch leitend miteinander verbunden. 
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- Die Elektrode 171 der AusgangskapazitSt 17 und der 
gemeinsame Knotenpunkt 107 des weiteren 

InduktivitStsanschlusses 162 der Sekundarinduktivitat 16 
und der Anode 51 der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch 
5 leitend miteinander verbunden. 

Beispiel 3 : 

Das Schaltbild der zugeharigen elektrischen Schaltung III ist 
10 in Figur 3 dargestellt. Im Unterschied zuun Beispiel 1 wird 
tiber den Eingangsanschluss 1 eine negative Gleichspannung 
angelegt (zweite L5sung der zugrunde liegenden Aufgabe) . Die 
Kathode 42 der Eingangsdiode 4 und der Eingangsanschluss 1 
weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 108 auf . Die Anode 41 der 
15 Eingangsdiode 4 weist zusammen mit dem Induktivi tatsanschluss 
81 der Eingangsinduktivitat 8 und der Elektrode 61 der 
Eingangskapazit^t 6 den gemeinsamen Knotenpunkt 109 auf. 

Das Mittel 11 zum Weiterleiten der elektrischen 
20 Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss 3 weist wie im 

Beispiel 1 den gemeinsamen Knotenpunkt 104 der Gegenelektrode 
72 der Trans ferkapazi tat 7 und des weiteren 

Induktivi tatsanschlusses 92 der FuSpunkts induktivi tSt 9 auf. 
Im Gegensatz zum Beispiel 1 ist dieser Knotenpunkt 104 und 
'25 die Kathode 52 der Ausgangdiode 5 elektrisch leitend 

miteinander verbunden. Die Anode 52 der Ausgangsdiode 5 und 
der Ausgangsanschluss 3 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden uhd weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 110 auf. 

30 Beispiel 4: 

Das Schaltbild der zugehOrigen elektrischen Schaltung IV ist 
in Figur 4 dargestellt. Im Unterschied zum Beispiel 2 wird 
liber den Eingangsanschluss 1 eine negative Gleichspannung 
35 angelegt, Daraus ergeben sich im Vergleich zum Beispiel 2 
folgende Unterschiede in der Tmordnung der Elemente: 
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- Der weitere Induktivitatsanschluss 162 und die Kathode 52 
der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 111 auf . 

- Die Elektrode 171 der Ausgangskapazitat 17 und der 
gemeinsame Knotenpunkt 111 des weiteren 

Induktivitatsanschlusses 162 der SekundSrinduktivitat 16 
und der Kathode 52 der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch 
leitend miteinander verbunden. 

Die beschriebenen elektrischen Schaltungen I bis IV warden 
sur Leisturigsf aktorkorrektur verwendet , ' wobei die 
eingespeiste elektrische Eingangs lei stung 
leistungsf aktorkorrigiert wird. Dies bedeutet, dass die 
Phasen von Strom und Spannung in. Phase gebracht werden. Die 
maximalen Amplituden von Strom und Spannung kommen zeitlich 
zur Deckung. Die tiber die pulsierende Gleichspannung 
(Frequenz von 100 Hz) eingespeiste Eingangsleistung wird mit 
einem Wirkungsgrad von 80% bis 95% in eine Ausgangsleistung 
umgewandelt. Die Ausgangsleistung wird mit einer mit der 
Schaltf requenz der Hochf requenzschalters pulsierenden 
Gleichspannung entnommen . 
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Bezugszeichenliste 

I-IV Elektrische Schaltungen 

5 1 Eingangsanschluss 

2 Bezugspotentialanschluss 

3 Ausgangsanschluss 

4 Eingangsdiode 

5 Aus gangs diode 

10 6 Eingangskapazitat 

7 Trans ferkapazi tat 

8 Eingangsinduktivitat 

9 FuSpunktsinduktivitat 

10 Hochf requenzschalter 

15 11 Mittel zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangslei stung an den Ausgangsanschluss 

12 Abstiinmkapazitat 

13 Weiterer Bezugspotentialanschluss 

14 Trans forma tor 

20 15 PrimSrinduktivitat des Transf ormators 

16 Sekundarinduktivitat des Transf ormators 

17 Ausgangskapazitat 

41 Anode der Eingangsdiode 

25 42 Kathode der Eingangsdiode 

51 Anode der Ausgangsdiode 

52 Kathode der Ausgangsdiode 

30 61 Elektrode der Eingangskapazitat 

62 Gegenelektrode der Eingangskapazitat 

71 Elektrode der Transf erkapazitat 

72 Gegenelektrode der Transf erkapazitat 



35 



81 Induktivitatsanschluss der Eingangsinduktivitat 

82 Weiterer Induktivitatsanschluss der Eingangsinduktivitat 
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15 



20 



25 



30 



91 Induktivitatsanschluss der FuSpunktsinduktivitat 

92 Weiterer Induktivitatsanschluss der 
PuSpunktsinduktivitat 

100 Gemeinsamer Knotenpunkt des Eingangsanschlusses und der 
Anode der Eingangsdiode 

101 Gemeinsamer Knotenpunkt der Kathode der Eingangsdiode, 
des Induktivitatsanschlusses der EingangsinduktivitSt 
und der Elektrode der Eingangskapazitat 

102 Gemeinsamer Knotenpunkt der Gegenelektrode der 
Eingangskapazitat, des Induktivitatsanschlusses der 
Fufipunktsinduktivitat und des Bezugspotentialanschlusses 

103 Gemeinsamer Knotenpunkt des weiteren 
Induktivitatsanschlusses der Eingangsinduktivitat und 
der Elektrode der Transf erkapazi tat 

104 Gemeinsamer Knotenpunkt der Gegenelektrode der 
Transf erkapazitat und des weiteren 

Induktivitatsanschlusses der FuSpunktsinduktivitat 

105 Gemeinsamer Knotenpunkt des Ausgangsanschlusses und der 
Kathode der Ausgangsdiode 

106 Gemeinsamer Knotenpunkt des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses und des 

Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat 

107 Gemeinsamer Knotenpunkt des weiteren 
Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und 
der Anode der Ausgangsdiode 

108 Gemeinsamer Knotenpunkt des Eingangsanschlusses und der 
Kathode der Eingangsdiode 

109 Gemeinsamer Knotenpunkt der Anode der Eingangsdiode, des 
Induktivitatsanschlusses der Eingangsinduktivitat und 
der Elektrode der Eingangskapazitat 

110 Gemeinsamer Knotenpunkt des Ausgangsanschlusses und der 
Anode der Ausgangsdiode 

111 Gemeinsamer Knotenpunkt des weiteren 
Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und 
der Anode der Ausgangsdiode 
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121 
122 

5 

151 

152 

10 

161 
162 

15 

171 
172 



Elektrode der Abstiminkapazitat 
Gegenelektrode der Abstiininkapazitat 

InduktivitStsanschluss der Primarinduktivitfit des 
Trans forma tors 

Weiterer InduktivitStsanschluss der Primarinduktivitat 
des Transf oarmators 

Induktivitatsanschluss der SekundarinduktivitSt des 
Trans forma tors 

Weiterer Induktivitatsanschluss der SekundSrinduktivitat 
des Trans formators 

Elektrode der Ausgangskapazitat 
Gegenelektrode der Trans ferkapazi tat 
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Patentanspriiche 

1. Elektrische Schaltung (I, II) zur Spaimungswandlung, 
aufweisend 

mindestens einen Eingangsanschluss. (1) zum Einspeisen 
einer elektrischen Eingangsleistung durch Anlegen einer 
sich zeitlich gegeniiber einem elektrischen 
Bezugspotential Sndernden, positiven elektrischen 
Gleichspannung, 

mindestens einen Bezugspotentialanschluss (2) zum 

Anlegen des BezugspotentialS/ - _ . . - 

mindestens einen Ausgangsanschluss (3) zur Entnahme 
einer elektrischen Aus gangs lei stung , 

mindestens eine Eingangsdiode (4) mit einer Anode (41) 
und einer Kathode (42), 

mindestens eine Ausgangsdiode (5) mit einer Anode (51) 
und einer Kathode (52), 

mindestens eine EingangskapazitSt (6) mit einer 
Elektrode (61) und einer Gegenelektrode (62), 
mindestens eine Transf erkapazitSt (7) mit einer 
Elektrode (71) und einer Gegenelektrode . (72) , 
mindestens eine Eingangsinduktivitat (8) mit einem 
Induktivitatsanschluss (81) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (82) und 

mindestens eine Fufipunktsinduktivi tat (9) mit einem 
Induktivitatsanschluss (91) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (92) , 
wobei 

die Anode (41) der Eingangsdiode (4) und der 
Eingangsanschluss (1) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(100) aufweisen, 

die Kathode (42) der Eingangsdiode (4), der 
Induktivitatsanschluss (81) der EingangsinduktivitSt (8) 
und die Elektrode (61) der Eingangskapazitat (6) einen 
gemeinsamen Knotenpunkt (101) aufweisen, 
die Gegenelektrode (62) der Eingangskapazitat (6), der 
Bezugspotentialanschluss (2) und der 
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Induktivitatsanschluss (91) der Fufipunktsinduktivitat 
(9) einen gemeinsamen Knotenpunkt (102) aufweisen, 
der weitere Induktivitatsanschluss (82) der 
Eingangsinduktivitat (8) und die Elektrode (71) der 
Transf erkapazitat (7) einen gemeinsamen Knotenpunkt 

(103) aufweisen, 

die Gegenelektrode (72) der Transf erkapazitat (7) und 
der weitere Induktivitatsanschluss (92) der 
FulSpunktsinduktivitat (9) einen gemeinsamen Knotenpunkt 

(104) aufweisen, 

ein Hochfreguenzschalter (10) zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung 
zwischen dem Bezugspotentialanschluss (2) und dem 
gemeinsamen Knotenpunkt (103) des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (82) der Eingangsinduktivitat 

(8) und der Elektrode (71) der Transf erkapazitat (7) und 
ein Mittel (11) sum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss (3) vorhanden 
sind, wobei das Mittel (11) die Fufipunktsinduktivitat 

(9) und die Ausgangsdiode (5) aufweist und die Kathode 
(52) der Ausgangsdiode (5) mit dem Ausgangsanschluss (3) 
einen gemeinsamen Knotenpunkt (105) aufweisen. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, wobei das Mittel (11) z\im 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung an den 
Ausgangsanschluss (3) 

den gemeinsame Knotenpunkt (104) der Gegenelektrode (72) 
der Transf erkapazitat (7) und des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (92) der FuSpunktsinduktivitat 
(9) aufweist und 

dieser Knotenpunkt (104) und die Anode (51) der 
Ausgangsdiode (5) elektrisch lei tend verbunden sind. 

3. Schaltung nach Anspruch 1, wobei das 'Mittel (11) zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 
mindestens einen weiteren Bezugspotentialanschluss (13) 
zum Anlegen eines weiteren Bezugspotentials und 
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mindestens einen Trans forma tor (14) umfasst, der 
mindestens eine PrimSrinduktivitat (15) mit einem 
Induktivitatsanschluss (151) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (152) und 

mindestens eine SekundSrinduktivitat (16) mit einem 
Induktivitatsanschluss (161) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (162 ) aufweist , 
wobei 

die PrimSrinduktivitat (15) die Fufipunktsinduktivitat 
(9) aufweist, 

der Induktivitatsanschluss (161) der 
Sekundarinduktivitat (16) und der weitere 
Bezugspotentialanschluss (13) einen gemeinsamen 
Knotenpunkt (106) und 

der weitere Induktivitatsanschluss (162) und die Anode 
(51) der Ausgangsdiode (5) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(107) aufweisen. 

4. Schaltung nach Anspruch 3, wobei das Mittel (11) zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 
mindestens eine Ausgangskapazitat (17) mit einer 
Elektrode (171) und einer Gegenelektrode (172) aufweist, 
die Gegenelektrode (172) der Ausgangskapazitat (17) und 
der gemeinsame Knotenpunkt (106) des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses (13) und des 

Induktivi tatsanschlusses (161 ) der Sekundarinduktivitat 

(16) elektrisch leitend verbunden sind und 

die Elektrode (171) der Ausgangskapazitat (17) und der 

gemeinsame Knotenpunkt (107) des weiteren 

Induktivi tatsanschlusses (162) der Sekundarinduktivitat 

(16) und der Anode (51) der Ausgangsdiode (5) elektrisch 

leitend verbunden sind. 

5. Elektrische Schaltung (III, IV) zur Spannungswandlung, 
aufweisend 

mindestens einen Eingangsanschluss (1) zum Einspeisen 
einer elektrischen Eingangs lei stung durch Anlegen einer 
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sich zeitlich gegentiber einem elektrischen 
Bezugspotential andemden, negativen_elektrischen 
G 1 e i chspannung , 

mindestens einen Bezugspotentialanschluss (2) z\in\ 
Anlegen des Bezugspotentials, 

mindestens einen Ausgangsanschlus.s (3) zur Entnahme 
einer elektrischen Ausgangsleistung, 

mindestens eine Eingangsdiode (4) mit einer Anode (41) 
und einer Kathode (42), 

mindestens eine Ausgangsdiode (5) mit einer Anode (51) 
und einer Kathode (52), 

mindestens eine Eingangskapazitat (6) mit einer 
Elektrode (61) und einer Gegenelektrode (62) , 
mindestens eine Transf erkapazit&t (7) mit einer 
Elektrode (71) und einer Gegenelektrode (72) , 
mindestens eine Eingangsinduktivitat (8) mit einem 
Induktivitatsanschluss (81) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (82) und 

mindestens eine FuSpunktsinduktivitat (9) mit einem 
Induktivitatsanschluss (91) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (92) , 
wobei 

die Kathode (42) der Eingangsdiode (4) und der 
Eingangsanschluss (1) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(108) aufweisen, 

die Anode (41) der Eingangsdiode (4), der 

Induktivitatsanschluss (81) der Eingangsinduktivitat (8) 
und die Elektrode (61) der Eingangskapazitat (6) einen 
gemeinsamen Knotenpunkt (109) aufweisen, 
die Gegenelektrode (62) der Eingangskapazitat (6), der 
Bezugspotentialanschluss (2) und der 

Induktivitatsanschluss (91) der FuSpunktsinduktivitat 
(9) einen gemeinsamen Knotenpunkt (102) aufweisen, 
der weitere Induktivitatsanschluss (82) der 
Eingangsinduktivitat (8) und die Elektrode (71) der 
Transf erkapazitat (7) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(103) aufweisen, 
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die Gegenelektrode (72) der Transf erkapazitSt (7) vind 
der weitere Induktivitatsanschluss (92) der 
FuSpunktsinduktivitat (9) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(104) aufweisen, 

ein Hochf requenzschalter (10) zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung 
zwischen dem Bezugspotentialanschluss (2) und dem 
gemeinsamen Knotenpunkt (103) des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (82) der Eingangsinduktivitat 

(8) und der Elektrode (71) der Trans ferkapazitSt (7) und 
ein Mittel (11) zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss (3) vorhanden 
sind, wobei das Mittel (11) die FuSpunktsinduktivitat 

(9) und die Ausgangsdiode (5) aufweist und die Anode 
(51) der Ausgangsdiode (5) mit dem Ausgangsanschluss (3) 
einen gemeinsamen Knotenpunkt (110) aufweisen, 

6- Schaltung nach Anspruch 5, wobei das Mittel (11) zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung an den 
Ausgangsanschluss (3 ) 

den gemeinsame Knotenpunkt (104) der Gegenelektrode (72) 
der Transf erkapazitat (7) und des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (92) der FufipunktsinduktivitSt 
(9) aufweist und 

dieser Knotenpunkt (104) und die Kathode (52)_der 
Ausgangsdiode (5) elektrisch leitend verbunden sind. 

7. Schaltung nach Anspruch 5, wobei das Mittel (11) zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 
mindestens einen weiteren Bezugspotentialanschluss (13) 
zum Anlegen eines weiteren Bezugspotentials und 
mindestens einen Transf ormator (14) umfasst, der 
mindestens eine PrimSrinduktivitat (15) rait einem 
Induktivitatsanschluss (151) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (152) und 
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mindestens eine SekundSrinduktivitat (16) mit einem 
Induktivitatsanschluss (161) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (162) aufweist, 
wobei 

die PrimSrinduktivitat (15) die Fufipunktsinduktivitat 
(9) aufweist, 

der Induktivitatsanschluss (161) der 
■Sekundarinduktivitat (16) und der weitere 
Bezugspotentialanschluss (13) einen gemeinsamen 
Kno tenpunkt (106) und 

der weitere Induktivitatsanschluss (162) und die Kathode 
(52) der Ausgangsdiode (5) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(111) aufweisen. 

8, Schaltung nach einem der Ansprliche 7, wobei das Mittel 
(11) zum Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 
mindestens eine Ausgangskapazi tat (17) mit einer 
Elektrode (171) und einer Gegenelektrode (172) aufweist, 
die Gegenelektrode (172) der Ausgangskapazitat (17) und 
der gemeinsame Knotenpunkt (106) des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses (13) und des 

Induktivitatsanschlusses (161) der Sekundarinduktivitat 
(16) elektrisch lei tend verbunden sind und 
die Elektrode (171) der Ausgangskapazitat (17) und der 
gemeinsame Knotenpunkt (111) des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (162) der Sekundarinduktivitat" 
(16) und der Kathode (52) der Ausgangsdiode (5) 
elektrisch lei tend verbunden sind. 

9, Schaltung nach einem der Ansprliche 3, 4, 7 und 8, wobei 
der Transf ormator (15) ein Hochf requenz-Hochvolt- 
Transf ormator ist. 



35 



10. Schaltung nach einem der Ansprtiche 1 bis 9, wobei 

zur Schaltentlastung des Hochf requenzschalters (10) 
mindestens eine Abstimmkapazitat (12) mit einer 
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Elektrode (121) und elner Gegenelektrode (122) vorhanden 
ist, 

die Elektrode (121) der Abstimmkapazitat (12) und der 
gemeinsame Knotenpunkt (103) des weiteren 
5 Induktivitatsanschlusses (82) der Eingangsinduktivitat 

(8) und der Elektrode (71) der Transf erkapazitSt (7)- 
elektrisch lei tend verbunden sind und 

die Gegenelektrode (122) der Abstiminkapazitat (12) und 
der Bezugspotentialanschluss (2) elektrisch leitend 
10 verbunden sind, 

11. Schaltung nach eineiti der Ansprtiche 1 bis 10, wobei der 
Hochf requenzschalter mindestens einen MOS-Transistor 
aufweist • 

15 

12. Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, wobei der 
Hochf requenzschalter (10) sine aus dem Bereich von 
einschliefilich 500 kHz bis einschliefilich 200 MHz 
ausgewahlte Schaltf requenz aufweist. 

20 

13. Schaltung nach einem der Anspruche 1 bis 12, wobei die 
Eingangskapazitat (6) und/oder die Transf erkapazitat (7) 
mindestens einen Hochf requenzkondensator mit einer aus 
dem Bereich von einschlieSlich 10 pF bis einschliefilich 

25 1000 pF ausgew^hlten KapazitSt aufweisen. 

14. Schaltung nach einem der Anspruche 10 bis 13, wobei die 
Abstimmkapazitat (12) mindestens einen 

Hochf requenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 
30 einschlieSlich 10 pF bis einschlieSlich 200 pF 

ausgewShlten Kapazitat aufweist. 

15. Schaltung nach einem der Anspriiche 4 und 8 bis 14, wobei 
die Ausgangskapazitat (17) mindestens einen 

35 Hochf requenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 

einschlieSlich 300 pF bis einschlieSlich 3000 pF 
ausgewShlten Kapazitat aufweist. 
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16. Schaltung nach einem der AnsprQche 1 bis 15, wobei die 
Eingangsinduktivitat (8), die FuSpunktsinduktivitat (9), 
die Primarinduktivitat (15) und/oder die 
SekundSrinduktivitat (16) eine aus dem Bereich von 
einschlieSlich 0,3 (iH bis 100 mH ausgewShlte 
Induktivitat aufweisen. 

17. Schaltung nach einem der Ansprtiche 1 bis 16, wobei die 
Eingangsdiode (4) und/oder die Ausgangsdiode (5) eine 
Schottkydiode ist, die mindestens ein aus der Gruppe SiC 
und/oder GaAs ausgewShltes Diodenmaterial aufweist. 

18. Verwendung der Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 
17 zur Leistungsf aktorkorrektur , wobei eine aus einem 
Netz entnommene Leistung im Leistungsf aktor korrigiert 
wird. 
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